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１．概要（Summary） 

n ドープされた InP 基板裏面のオーミックコンタクト電

極と、素子最表面に用意したノンドープ InP への選択性

Zn ドーピング、及びオーミックコンタクト電極を形成し、半

導体パラメータアナライザでその間の電流電圧特性を評

価し、オーミックコンタクトがとれていることを確認した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

抵抗加熱型真空蒸着装置 

スパッタ成膜装置（芝浦） 

【実験方法】 

n ドープ InP基板上にノンドープ InPをキャップ層とす

る積層構造を持つ小片に対し、基板裏面と基板表面それ

ぞれに、オーミックコンタクトする電極を用意した。nドープ

された InP 基板裏面に、抵抗加熱型真空蒸着装置を用

いて AuGe/Ni/Au (50 nm / 20 nm / 150 nm)を蒸着し

た。また、表面に選択性 Zn ドーピングを行ったうえでコン

タクト電極を蒸着した。まず、100 nm の SiO2 をスパッタ

成膜装置（芝浦）で成膜した。次にフォトリソグラフィによる

レジストパターニングを行ったのち、BHF で SiO2 をエッ

チングし、SiO2 をパターニングした。次に表面にスパッタ

成膜装置（芝浦）で ZnO/SiO2 (100 nm / 100 nm)を成膜

した。その後 Rapid Thermal Annealing 炉を用いて、

窒素雰囲気中 550℃でアロイを行い、Zn を InP 内に拡

散させた。その後BHFで小片表面の不要なZnOとSiO2

を除去した。この Zn が拡散された領域に、スパッタ成膜

装置（芝浦）で、コンタクト電極として Au/ZnO/Au (50 nm 

/ 30 nm / 100 nm)をレジストによりパターニングし、成膜

した。その後、オーミックコンタクトをとるため、再度 RTA

炉で窒素雰囲気中 450℃でアロイを行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に作製した素子の断面図を示す。この上下の電

極間の電流電圧特性を半導体パラメータアナライザで測

定した結果を Fig. 2 に示す。線形応答が見られ、十分な

オーミックコンタクトが形成されていることが確認できた。 

 

Fig. 1 Cross section schematic image of sample. 

 

Fig. 2 I-V curve. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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